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Sposob wytwarzania materialu podatnego na pokrywanie metalami
szlachetnymi, zwlaszcza na elementy przyrzadéow elektronowych
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Przedmiotem wymnalazku jest sposéb wytwarza-
nia materialu podatnego na pokrywanie metalami
szlachetnymi, zwlaszcza na elementy przyrzadéw
elektronowych, wykazujacego pomijalng emisje
termiczna, stabilng emisje wtérma, oraz wiasnosci
mechaniczne nie odbiegajace od materialu rdzenia,
dajacego sie latwo i trwale pokrywaé elektrolitycz-
nie takimi metalami jak zloto, platyma, ren i rod.

Znane sa metody usuwania niepozadanej emisji
termicznej z wysoko obciazalnych elektrod lamp
elektronowych przez pokrycie tych elektrod wegli-
kami cyrkonu ZrC, boru BoC, tantalu TaC, i molib-
denu MoC. Pokrycia takie obok najczeéciej dobrych
wilasnoéci odpromieniowania, wysokiej temperatu-
ry topnienia i nie aktywowania si¢ torem, maja po-
wazne wady jak zla przyczepno§é, duza oporno$é
dla wysokiej czeswﬂtiw-déci i krucho$é materiatu.
Szeroko stosowane pokrycia metalami szlachetny-
mi wykonywane s3 metodg przeciggania przez
krople roztopionego metalu szlachetnego lub nano-
szenie pokryé plraszczowych ze wzgledu na to, ze
takie metale jak wolfram, molibden lub tantal ma-
ja w kapielach galwanicznych wysokie nadnapig-
cie wodoru co uniemozliwia otrzymanie na tych
metalach powlok o grubo$ci wigkszej niz okolo
20 pwm. Stostowane w celu -sttumienia emisji ter-
micznej naweglanie elektrod prowadzone bylo do-
tychczas gléwnie w atmosferze tlenu i dwutlenku
wegla. Inne metody naweglania, na przyklad odkia-
danie wegla w kapieli, lub zagrzanie elementu w

59495

10

15

30

2

pojemniku zawierajacym wegiel sa trudne techno-
logicznie i nie dajg dobrych wynik6w.

Znane jest rowniez naweglanie ksztaltek cera-
micznych przy wysokiej temperaturze w prézni lub
w atmosferze gazéw obojetnych. Mamy tu jednak
do czynienia z odlozeniem warstewki wegla bez
przeksztalcenia podloza.

Celem wynalazku jest usuniecie wyzej przedsta-
wionych niedogodno$ci drogg wytworzenia na ma-
teriale rdzenia warstwy weglika przez przeksztal-
cenie przypowierzchniowej warstwy rdzenia utwo-
rzonego z molibdenu lub tantalu w weglik molib-
denu lub tantalu. Uzyskuje sie to zgodnie z wyna-
lazkiem przez wyzarzenie materialu rdzeniowego
na przykiad molibdenu lub tantalu w temperatu-
rze 1300—1500°C, przy ciSnieniu mmiejszym od 10—+
Tr przez 10—20 minut, nastepnie obnizenie tempe-
ratury do 1200—1300 °C i naweglaniu w przeciagu
1—5 minut pmy ciSnieniu par weglowodoréw
mniejszym niz 1 Tr, przy czym temperatura ele-
mentu grzejnego i naweglanego jest tak dobrana,
aby dysocjacja termiczna weglowodoréw zachodzi-
1a na elemencie -grzejnym. )

Badania wykazuja, ze zamiana powierzchni mo-
libdenu lub tantalu w weglik przy ogrzewaniu ele-
mentu naweglanego w spos6éb poSredni jest niemo-
zliwa przy ciSnieniu weglowodoré6w wiekszym od
1 tora, poniewaz przy ciénieniach wyzszych osiada
bezposSrednio wegiel. Zilustrowaé to mozna drogg
poréwnania przyrostu oporno$ci. Na przyklad przy-
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rost opomoéci? dla temperatury elementu na-

weglanego 1200—1300°C wynosi

p <1 tora p>1 tora

2%-5% — 10%—=+ 20%

Z poréwmania tego wymnika, iz przy cisnieniu p>
1 tora proces jest miekontrolowany. Przy nawegla-
niu wiekszym od 8% przyrostu opornosci znacznie
wzrosta krucho$§é naweglonych drutéw. Przy na-
wegleniu na 2-+-5% drut o $rednicy d mozna nawi-
naé na rdzen o Srednicy 2d, podczas gdy przy na-
wegleniu na 8-+-10% mozna go nawingé na rdzen
0 Srednicy 10d. Tak wiec istotnym elementem
osiggniecia nowego efektu technicznego jakim jest
wytworzenie warstwy weglika bez warstwy wegla
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jest przeprowadzenie procesu przy ciSnieniu par
weglowodoréw nizszym niz 1 tor.

Materiat wytworzony przy zastosowaniu tego
sposobu moze byé poddany dodatkowej obrébee dla
zwiekszenia wspétczynnika emisyjnosa cieplnej.

Zastrzezenie patemtowe

Spos6éb wytwarzania materialu podatnego na po-
krywanie metalami szlachetnymi, zwtaszcza na ele-
menty przyrzadéw elektronowych, w kté6rym meta-
liczny material rdzeniowy wyzarzany jest w prézni,
a bezposSrednio po tym naweglany przez ogrzewa-
nie w atmosferze zawierajgcej wegiel przy tempe-
raturze tak dobranej, aby dysocjacja termiczna
weglowodor6w zachodzila na elemencie grzejnym
znamienny tym, ze ciSnienie par weglowodoréw do-
prowadza sie w znany spos6b do wartosci mniej-
szej niz 1 tor.
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